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Abstract of DE41 06720 

The bushing for inserting optical and electrical 
conductors into a hermetically sealed housing 
has a plate-shaped support (1), in which are 
sealingly buried waveguides (2) closely under 
the surface. The waveguides are coupled at 
their ends with electro-optical (7) or optical 
connponents, or to optical fibres (15). 
The electro-optical components and electric 
conductors (6) are deposited on the support 
surface. Over the conductors are laid an 
insulating layer such that a lid (8) can be 
hermetically fitted to the insulating layer. The 
electric conductors protrude under the 
insulating layer, while the waveguide ends to 
be coupled to the optical fibres are accessible. 
USE/ADVANTAGE - For communication 
systems etc., with simple design for inserting 
number of optical and electrical conductors 
into sealed housing. 
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Die Erfindung belrifft eine Anordnung zum Etnfuhren 
von optischen und elektrischen Leitern in ein herme- 
tisch dichtes Gehause mit einem plattenartigen Trager, 
mit elektrooptischen Bauelementen und elektrischen 
Leitern, die auf der Oberflache des Tragers angebracht 
sind, mit einer Isolationsschicht. die auf dem Tr&ger Ober 
den elektrischen Leitern derart angebracht ist. daQ ein 
Deckel hermetisch dicht auf die Isolationsschicht mon- 
tiert werden kann und daB die eleketrischen Leiter un- 
ter der Isolationsschicht herausragen, und mit Lichtlett- 
fasern, die mit den elektrooptischen Bauelementen ver- 
bunden sind. 

In der optischen Nachrichtentechnik und in Anwen- 
dung fiir neurale Netze sind elektrooptische Wandler- 
elemente erforderlich, bei denen eine Vielzahl von opti- 
schen und elektrischen Leitungen zu- und weggefuhrt 
werden miissen. Da optoelektronische Bauelemente vor 
Umwelteinflussen wie Feuchtigkeit. Staub und mechani- 
scher Beschadigung geschutzt werden miissen, ist ein 
hermetisch dichtes Gehause erforderlich. 

Aus der gattungsbildenden US 49 30 857 ist eine An- 
ordnung zum Einfuhren von optischen und elektrischen 
Leitern bekannt, bei der die optischen Leiter mit elek- 
trooptischen Bauelementen verbunden sind, die elektro- 
optischen Bauelemente und elektrischen Leiter auf der 
Oberflsiche eines Tragers angebracht sind, Ober den 
elektrischen Leitern auf dem Trager eine Isolations- 
schicht vorgesehen ist auf der ein Deckel hermetisch 
dicht montiert werden kann und bei der die elektrischen 
Leiter und die Lichtleiterfasern zugSnglich sind. Da 
Rand und Deckel getrennt montierbar sind, konnen die 
helQen Arbeitsgange vor der Montage der temperatur- 
empfindllchen Bauelemente durchgefuhrt werden. Bei 
der beschriebenen Anordnung ist es von Nachteil, daQ 
die Zufuhrung der Lichtleitfasern in das Gehause nur 
schwer hermetisch abzudichten ist. 

Weitere Anordnungen, wie eine Lichtleitfaser in ein 
Gehause eingefuhrt werden kann. sind der DE 
40 13 630 Al und der DE 39 14 835 CI zu entnehmen. 
Die Lichtleitfasern werden dabei in Nuten an elektroop- 
tische Bausteine in GehSLusen herangefuhrt Die Proble- 
matik des Abdichtens bleibt weiterhin bestehen. 

Eine hermetisch dichte Durchfiihrung einer Lichtleit- 
faser durch eine Gehausewand, wobei die Lichtleitfaser 
in einer Metallkapillare eingeschlossen ist, welche in 
einer Bohrung in der Gehausewand fixiert, beispielswei- 
se eingeldtet ist, ist aus der DE 30 46 415 Al bekannt. 
Aus der DE 36 06 588 Al geht eine gasdichte Durchfuh- 
rung einer Glasfaser durch die Wand eines gasdichten 
Geh^uses eines optoelektronischen Moduls hervor. wo- 
bei ein Loch der Wand durch einen Pfropf aus elasti- 
schem Material verschlossen ist und der Pfropf einen die 
Glasfaser dicht umschlieBenden Kanal zum Gehausein- 
neren aufweist 

Eine Kombination von sehr vielen optischen und 
elektrischen Durchfuhrungen auf kleinem Raum in ei- 
nem Gehause bereitet noch erhebliche Probleme. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Anordnung anzu- 
geben, die es eriaubt, auf einfache Weise gleichzeitig 
eine Vielzahl von optischen und elektrischen Leitern in 
ein hermetisch dichtes Gehause einzufiihren. 

Die Aufgabe wird durch eine Anordnung mit den 
Merkmalen des Patentanspruches t gelost Vorteilhafte 
Weiterbildungen sind in den Unteranspriichen angege- 
ben. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird anhand 



der Zeichnungen eriautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Aufsicht auf eine erfindungsgemaQe An- 
ordnung, 

Fig. 2 einen Querschnitt entlang der Linie A - A'. 

5 Fig. 3 einen Querschnitt entlang der Linie B - B' und 
Fig. 4 einen Querschnitt durch einen Trager mil "ver- 
grabenen" Wellenleitern. 

Die Fig. 1. 2 und 3 zeigen einen plattenformigen Tra- 
ger 1, der beispielsweise aus Silizium. Silizium mit Si Ox 

10 Ny — Oder Polyimide-Deckschichten, Glas oder einem 
anderen geeigneten Material bestehen kann und auf 
dem optischen Wellenleiter 2 vergraben aufgebracht 
sind. D. h. die Wellenleiter 2 werden nicht auf der Ober- 
flache 3 des Tragers 1 gefuhrt. sondern dicht unter der 

15 Oberflache. so daB der Trager 1 nach oben mit einer 
ebenen Oberflache 3 abschlieQt. 

Wahlt man als Material fur den Trager 1 beispielswei- 
se Glas. so werden die vergrabenen Wellenleiter 2 da- 
durch hergestellt, daQ zunachst durch einen ersten lo- 

20 nenaustauschprozeQ der Brechungsindex im Bereich 
des Wellenleiters erhdht und anschlieCend in einem 
zweiten lonenaustauschprozeQ im oberflachennahen 
Bereich wieder abgesenkt wird. Der lonenaustausch 
kann entweder rein thermisch oder durch ein elektri- 

25 sches Feld unterstutzt durchgefuhrt werden. Die latera- 
le Strukturierung geschieht Ober Masken, welche die 
auszutauschenden lonen nur im gewunschten Bereich 
durchlassen. 

Eine andere Moglichkeit ist in Fig. 4 im Querschnitt 

30 dargestellt Zur Herstellung der vergrabenen Wellenlei- 
ter for die erfindungsgemaQe Ldsung wird auf dem Tra- 
germaterial zunachst eine Pufferschicht 4 mit niedrigem 
Brechungsindex aufgebracht. Auf diese Pufferschicht 4 
werden die Wellenleiter 2 als Rippenwellenleiter oder 

35 Streifenwellenleiter mit hdherem Brechungsindex als 
die Pufferschicht 4 aufgebracht und lateral strukturiert 
Die Rippenwellenleiter oder Streifenwellenleiter wer- 
den anschlieBend mit einer Mantelschicht 5 umgeben. 
die einen niedrigeren Brechungsindex besitzt und oben 

40 eine ebene Oberflache 3 besitzt. 

Die Oberflache 3, die entweder die Oberflache des 
Tragers 1 bei diffundierten vergrabenen Wellenleitern 
Oder die Oberflache der Mantelschicht 5 bei umhullten 
Rippenwellenleitern oder Streifenwellenleiter ist. dient 

45 erfindungsgemaB als Grundflache fur die elektrische 
Leitungsfuhrung 6 und als Montageflache zur Aufnah- 
me der elektrischen und der elektrooptischen Bauele- 
mente 7, die hermetisch dicht gegen Umweltbelastun- 
gen geschutzt werden mfissen. Hierzu dient ein Deckel 

50 Oder Deckelring 8. der Qber den zu schQtzenden Teil der 
Schaltung gestiilpt wird. Der Deckel 8 hat eine kleinere 
Grundflache als der Trager 1, so daQ die Randbereiche 
des Tragers 1 mit den elektrischen und optischen Zufuh- 
rungen iiber den Rand des Deckels 8 hinausreichen. 

55 Zum hermetisch dichten AbschluB des Deckelrandes ge- 
gen den Trager 1 wird die Oberflache 3 des Tragers 
dort, wo der Deckelrand aufsitzen soil, mit einem Glas- 
lol oder einer Glaskeramik beschichtet, die die Leiter- 
bahnen 6 umgibt und elektrisch isolierend ist. Statt des- 

60 sen konnen die Leiterbahnen auch zumindest im Rand- 
bereich des Deckels mit Siliziumdioxid oder mit Silizi- 
umnitrid beschichtet werden. Auf dieser Isolations- 
schicht 9 wird der Deckel 8 hermetisch dicht montiert 
Dies kann entweder dadurch geschehen. daQ der Deckel 

65 durch Erwarmung des Glaslotes 9 Qber dasselbe Glaslot 
befestigt wird. Eine andere Mdglichkeit besteht darin, 
daQ auf die Isolationsschicht 9 eine Metallisierung und 
eine Weichlotschicht 10 aufgebracht wird, auf welche 
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der metallisierte Rand des Deckels 8 gelotet wird. Der 
letztgenannte Vorschiag zur Deckelbefesiigung hat den 
Vorteil. daB alle Arbeiisgange, die mit hohen Tempera- 
turen verbunden sind, wie Diffusion und Aufbringen des 
Glaslotes oder der Glaskeramik durchgefuhrt werden 5 
konnen. bevor die temperaturempfindHcheren Bauele- 
mente 7 montiert werden. 

An die in den AuBenbereich des Tragers I hinausra- 
genden Leiterbahnen 6 kdnnen die elektrischen Zulei- 
tungen auf bekannte Weise angebracht werden. Wenn 10 
der Trslger 1 aus Silizium besteht, so kdnnen in den nach 
auBen ragenden Teil la des Tragers 1 durch anisotropes 
Atzen V-formige Halterungen 11 fur die Lichtleitfasem 
geatzt werden. Hierzu wird ein (100)orientiertes Sili- 
ziumsubstrat verwendet, in welches die Nuten in 15 
<nO>-Richtung verlaufen. Da die Siirnflache 12 der 
V-Nuien ebenfalls wie die Seitenflachen um 54,7 Grad 
geneigt sind und daher ein Anschlag der Faser an den 
vergrabenen Wellenleiter 2 nicht ohne Abstand mdglich 
ist, wird im Obergangsbereich zwischen der V-Nut 11 20 
und dem Wellenleiter 2 eine Nut 14 mit senkrechten 
Wanden gesagt oder trocken geatzt Die in die V-Nut 
eingelegte Faser 15 kann dann bis an die Stirnflache des 
vergrabenen Lichtwellenleiters gefuhrt werden. 

Besteht der Trager 1 nicht aus Silizium sondern aus 25 
Glas, so kann zur Halterung der Fasern trotzdem ein 
Silizium-Nutenarray verwendet werden. Hierzu wird 
der AnschluBteil la des Tragers aus Silizium mil V-Nu- 
ten hergestellt und direkt an der Stimflache des Tragers 
1 Oder zusammen mit dem Trager 1 auf einen gemeinsa- 30 
men TrSger montiert 

Die Ankopplung der Lichtwellenleiter 2 im Inneren 
des Geh&uses an die optoelektronischen Bauelemente 7 
kann bei Verwendung von Silizium-Tr^gern dadurch 
geschehen. daB an der Auskoppelstelle am Ende des 35 
Wellenleiters 2 unter dem Bauelement 7 eine anisotrop 
geatzte pyramidenformige Vertiefung angebracht und 
verspiegelt wird. Das aus dem Wellenleiter austretende 
Licht wird dann nach oben in das Bauelement reflek- 
tiert Fiir Sendebauelemente konnte im Innern des Ge- 40 
hauses beispielsweise eine Abbildungsoptik vorgesehen 
werden. Eine andere Mdglichkeit zur Lichtaus- oder 
-einkopplung besteht darin. im Bereich zwischen Wel- 
lenleiterende und optoelektronischem Bauteil die Man- 
telschicht 5 des Wellenleiters wegzulassen oder in die- 45 
sem Bereich ein optisches Gitter anzubringen. Auch ei- 
ne Oberkopplung in einen auf der Oberfl^che 3 gefiihr- 
ten Wellenleiter, der die gleiche Ausbreitungskonstante 
wie der Wellenleiter 2 hat, ware mdglich. 

50 

Patentansprtiche 

1. Anordnung zum Einfuhren von optischen und 
elektrischen Lei tern in ein hermetisch dichtes Ge- 
h^use 55 
mit einem plattenartigen Trager (1), 
mit eiektrooptischen Bauelementen (7) und elektri- 
schen Leitern (6), die auf der Oberflache (3) des 
Tragers (1) angebracht sind, 

mit einer Isolationsschicht (9), die auf dem Trager eo 
(1) uber den elektrischen Leitern (6) derart ange- 
bracht ist daB ein Deckel (8) hermetisch dicht auf 
die Isolationsschicht (9) montiert werden kann und 
daB die elektrischen Leiter (6) unter der Isolations- 
schicht (9) herausragen, und mit Lichtleitfasem (15), 65 
die mit den eiektrooptischen Bauelementen (7) ver- 
bunden sind, dadurch gekennzelchnet, 
daB die Lichtleitfasem (15) auBerhaib des Geh^uses 
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mit vergrabenen Lichtwellenleitern (2) verbunden 
sind, die dicht unter der Oberflache (3) des platten- 
artigen Tragers (1) vorgesehen sind und 
daB die vergrabenen Lichtwellenleiter (2) innerhalb 
des Gehauses an elektrooptische Bauelemente (7) 
angekoppelt siiid. 

2. Anordnung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zelchnet daB der Trager (1) aus Silizium oder Glas 
besteht 

3. Anordnung nach einem der Ansprtiche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei den ver- 
grabenen Wellenleitern (2) um diffundierte vergra- 
bene Wellenleiter oder um mit einer Mantelschicht 
umhiillte Rippenwellenleiter oder Streifenwellen- 
leiter handelt 

4. Anordnung nach einem der Anspruche I bis 3. 
dadurch gekennzeichnet daB die Isolationsschicht 
aus Glaslot oder Glaskeramik oder Siliziumnitrid 
Oder Siliziumdioxid besteht 

5. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet daB auf der Isolations- 
schicht (9) eine Metallisierung und eine Weichlot- 
schicht vorgesehen ist, auf welche der metallisierte 
Rand des Deckels aufgelotet ist 

6. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet daB der Trager (1) V-for- 
mige Halterungen ( 1 1 ) fur die Lichtleitfaser (15), die 
an die Wellenleiter (2) angekoppelt sind, aufweist 

7. Anordnung nach einem der Anspruche I bis 5, 
dadurch gekennzeichnet daB der Trager (1) gra- 
benformige Vertiefungen als Halterung von abbil- 
denden Elementen. die an die Wellenleiter (2) ange- 
koppelt sind, aufweist 
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